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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月2日(2011.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工型を形成する方法であって、
　チャンバ内の電極に基材を配置する工程であって、前記基材が少なくとも第１の構造化
表面を有し、かつ前記基材が熱硬化性高分子材料を含むものである工程と、
　前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリ
コン含有ガスか又は約２００以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガ
スとを含んでいる混合物を含むものである工程と、
　前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、電極に電力を提供
する工程と、
　前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記基材の前記
第１の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　加工型を形成する方法であって、
　架橋可能な材料を含んでいる第２世代の前駆体で主型をコーティングする工程と、
　前記第２世代の前駆体から未処理の加工型を形成する工程であって、前記未処理の加工
型が少なくとも第１の構造化表面を有し、かつ熱硬化性高分子材料を含むものである工程
と、
　チャンバ内の電極に前記未処理の加工型を配置する工程と、
　前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリ
コン含有ガスか又は約２００以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガ
スとを含んでいる混合物を含むものである工程と、
　前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、前記電極に電力を
提供する工程と、
　前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記未処理の加
工型の前記第１の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、を含む、方法。
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【請求項３】
　成形品を形成する方法であって、
　未処理の加工型をチャンバ内の電極に配置する工程であって、前記未処理の加工型は少
なくとも１つの第１の構造化表面を有し、かつ前記加工型は熱硬化性材料を含むものであ
る工程と、
　前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリ
コン含有ガス又は約２００以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガス
とを含んでいる混合物を含むものである工程と、
　前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、電極に電力を供給
する工程と、
　前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記未処理の加
工型の前記第１の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、
　前記加工型の前記第１の構造化表面のインバースである成形品を形成するために、第３
世代の前駆体を前記加工型の前記第１の表面の少なくとも一部に接触させる工程と、を含
む、方法。
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